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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

相変化材料は、材料に与える熱履歴を変化させることによって、室温で結晶もしくは非結晶の二つの相状態をとることができる。本研究課題では、レーザアブレーション法とDMA(Differential Mobility Analyzer)装置を利用して、サイズの揃った粒径7～10nm相変化材料Ge2Sb2Te5（以降、GSTと称する）のナノ粒子を気相中で作成し、基板上に堆積する方法を開発した。これを用いて、相変化材料ナノ粒子で構成された薄膜キャパシターを製造した。また、そのナノ粒子キャパシターのキャパシタンス値を、温度を変えながら計測した。その結果、非晶質のナノ粒子で構成されたキャパシターの場合、温度535 Kにおいて、キャパシタンスの著しい変化が確認できた。このキャパシタンスの変化温度は、非晶質GSTが結晶に相変化する温度と一致した。この結果は、相変化ナノ粒子で構成された薄膜を利用することによって、その薄膜のキャパシタンスを変化させることができることをこの系で初めて実験的に示した。またこれを利用することで、新規相変化メモリ開発の可能性が示された。
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	欧文概要　ＥＺ

Phase transition materials transform reversibly between an amorphous phase and a crystalline one depending on thermal treatment history.  In this study, feasibility of a newly developed device was examined, which includes a capacitor where nanoparticles of phase transition materials are deposited.  
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